
英飞凌IGBT模块型号FF200R12KT4原装有现货

产品名称 英飞凌IGBT模块型号FF200R12KT4原装有现货

公司名称 北京祥泰宏远科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:英飞凌
型号:FF200R12KT4
是否定制:否

公司地址 北京市通州区鑫隅三街11号院9号楼4层

联系电话 16601259918 16601259918

产品详情

       英飞凌IGBT模块型号FF200R12KT4原装有现货，下面我们介绍下IGBT的工作原理。     
IGBT导通过程：当N沟道类型的 IGBT处在正向阻断模式时，通过栅极-发射极间施加阀值电压VTH以上
的(正)电压，在栅极电极正下方的p层上形成反型层(沟道)，发射极电极下的n-层电子开始注入沟道，该
电子为PNP晶体管的少数载流子，若此时集电极与发射极电压在0.7V以上，从集电极衬底p+层开始流入
空穴，进行电导率调制(双极工作)，所以可以使集电极-发射极间饱和电压降低。基片的应用在管体的P+
衬底和N+漂移区之间创建了一个J1结。当正栅偏压使栅极下面反演P基区时，一个N沟道形成，同时出现
一个电子流，并完全按照功率MOSFET的方式产生一股电流。J1将处于正向偏压，一些空穴注入N-
区内，并调整阴阳极之间的电阻率，这种方式降低了功率导通的总损耗， 并启动了第二个电荷流。后的
结果是，在半导体层次内临时出现两种不同的电流拓扑：一个电子流(MOSFET 电流);空穴电流(双极)。U
GE大于开启电压UGE(th)时，MOSFET内形成沟道，为晶体管提供基极电流，IGBT导通。电导调制效应
使电阻RN减小，使通态压降小。       IGBT关断过程：栅射极间施加反压或不加信号时，MOSFET
内的沟道消失，晶体管的基极电流被切断，IGBT关断。当在栅极施加一个负偏压或栅压低于门限值时，
反型层无法维持，沟道被禁止，供应到N-漂移区的电子流被阻断，没有空穴注入N-区内。关断过程开始
，但是关断不能迅速完成。MOSFET电流在开关阶段迅速下降，集电极电流则逐渐降低，这是因为正向
传导过程中的N-漂移区被注入少数空穴载流子。换向开始后，由于沟道电子流的中止，集电极的电流急
剧降低，然后在N-层内还存在少数的载流子(少子)进行复合，集电极电流再逐渐降低。这种拖尾电流的
降低，完全取决于关断时电荷的密度，而密度又与掺杂质的数量和拓扑，层次厚度和温度有关。少子的
衰减使集电极电流具有特征尾流波形，会引起以下问题：功耗升高;交叉导通问题，特别是在使用
续流二极管的设备上，问题更加明显。       IGBT驱动电路的作用是将控制器输出的脉冲进行功率
放大,以驱动IGBT，IGBT的可靠工作。本栏介绍IGBT的驱动原理，驱动电路及集成驱动器。英飞凌IGBT
模块一系列型号现货销售，库存充足,欢迎咨询。
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